Verwendung: Germanium-pnp-Hochfre-
quenztransistor fiir UKW-Mischstufen, Zu-

lassige Umgebungstemperaturen ¢, bis
+65°C

Abmessungen: Bauform A 4/15 - 4 b,
TGL 11 811
Masse =~ 06 g

Zuliissige Haochstwerte
flr 0a = 45°C
-UcBo = 25 V
-Ueso = 05V 4 Re
-Ucer = 20V
Re
bei RE = 100
R1 - Re

Ri + Re
10 mA

mit RB =

-Ic =
le = 11 mA
-l = 1mA
Ptot = 50mW
9 = 75°C
#a = 65°C

Kennwerte fiir #a = 25°C -5 grd

grd
Wérmewiderstand Rih = 06 W

[ Min ‘ Typ | Max l MeBbedingungen
Reststréme
-lceo 2 uA 75 pA | -Uce = 6V
-lceo 100 pA Uce = 25 V
-leso 100 pA -Ugg =05V
Gleichstromverstérkung
B 40 . | Uce =6V, -lc = 1mA
Mischleistungsverstérkung
Vpe 9 dB 14 dB -Uce=7V, -lc =15 mA, f=100 MHz

(siehe MeBschaltung)




| Min | Typ Max MeBbedingungen

Osiillatorspannung
Uos: | 140 mV 300 mV | -Uce=7V, -lc =15 mA, f= 100 MHz
(siche MeBschaltung)

Vierpolparameter in Basisschaltung

11b 18 mS |
=b11b 9 mS 1
-Citb 14,4 pF
lyt2b D.senms |
T";’::. 1£ ms r-Ucs =86V, -Ic =15 mA, f=100 MHz
§21b | 1150
%: 0,42 mS ;

[ 1,6 mS |

c22b | 2,5 pF ,
Bestellbeispiel fiir einen Transistor Transistor GF 131

Funktionsschaltbild zur Messung der Mischleistungsverstirkung (Vpe)
und Oszillator spannung (Uosz:

bei -Uce = 7V

-Ic = 15mA

f = 100 MHz

C, = 18pF C; = 10pF Cyy = 39pF Ry = 1k@
C, = 100pF C; = 5pF Cia = 33pF = 68k0
C; = 05-8pF Cs = 420 pF Cis = 4-14pF Ry = 2000
C; = 5pF G =
C = 1pF =




Kollektor-Reststrom als Funktion der Spem- 5000 y;—
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